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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
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【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｎ   5/32     (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/374    (2011.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/144    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/146    (2006.01)
   Ｇ０１Ｔ   7/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｎ    5/32     　　　　
   Ｈ０４Ｎ    5/335    ７４０　
   Ｈ０１Ｌ   27/14     　　　Ｋ
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【手続補正書】
【提出日】平成29年12月4日(2017.12.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放射線を検出した画像を取得するための第１の画素と、放射線の照射情報を取得するた
めの第２の画素と、を有する撮影領域を基板上に有する放射線検出装置であって、
　前記第１の画素は、前記基板の上に配された第１の電極と、前記第１の電極の上に配さ
れた第２の電極と、を含む第１の変換素子を有し、
　前記第２の画素は、前記第２の画素に照射された放射線に基づく信号を生成する、前記
基板の上に配された第２の変換素子を含む変換回路を有し、
　前記放射線検出装置は、
　前記第１の変換素子を駆動するためのバイアス電源に前記第２の電極を接続するための
バイアス線と、
　前記第２の変換素子が生成した前記信号を前記撮影領域の外部の検出回路へ伝達するた
めの検出線と、を更に有し、
　前記検出線が、前記第２の電極に対して前記第１の電極とは反対側に配されることを特
徴とする放射線検出装置。
【請求項２】
　前記第１の変換素子及び前記変換回路を覆う絶縁層と、
　前記絶縁層を貫通し、前記変換回路と前記検出線とを接続するコンタクトプラグと、を
更に有することを特徴とする請求項１に記載の放射線検出装置。
【請求項３】
　前記検出線が、前記基板の表面に対する平面視において、前記第１の画素の前記第２の
電極と重なる部分を含むことを特徴とする請求項２に記載の放射線検出装置。
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【請求項４】
　前記放射線検出装置は、前記第１の画素を複数備え、
　前記検出線が、前記基板の表面に対する平面視において、互いに隣接する前記第１の画
素の前記第２の電極の間に位置する部分を含むことを特徴とする請求項２又は３に記載の
放射線検出装置。
【請求項５】
　前記バイアス線が、前記絶縁層の上に配されることを特徴とする請求項２乃至４の何れ
か１項に記載の放射線検出装置。
【請求項６】
　前記絶縁層は、第１の絶縁層と、前記第１の絶縁層の上の第２の絶縁層とを含み、
　前記バイアス線が、前記第１の絶縁層と前記第２の絶縁層との間に配されることを特徴
とする請求項２乃至４の何れか１項に記載の放射線検出装置。
【請求項７】
　前記検出線が、前記基板の表面に対する平面視において、前記バイアス線と重なる部分
を含むことを特徴とする請求項６に記載の放射線検出装置。
【請求項８】
　前記第２の変換素子は、前記基板の上に配された第３の電極と、前記第３の電極の上に
配された第４の電極と、を含み、
　前記第１の電極は、第１のスイッチ素子と信号線とを介して、前記画像の転送される前
記撮影領域の外部の読出し回路に接続され、
　前記第３の電極は、前記検出線及び前記コンタクトプラグを介して前記検出回路に接続
され、
　前記第４の電極は、前記バイアス線を介して前記バイアス電源に接続され、
　前記バイアス電源の電位と、前記検出回路の基準電位と、の差に相当する電圧が前記第
２の変換素子に印加されることを特徴とする請求項２乃至７の何れか１項に記載の放射線
検出装置。
【請求項９】
　前記第１のスイッチ素子が、前記基板の上のうち、前記第１の電極の下に配されている
ことを特徴とする請求項８に記載の放射線検出装置。
【請求項１０】
　前記検出回路の基準電位と、前記読出し回路の基準電位と、が互いに等しいことを特徴
とする請求項８又は９に記載の放射線検出装置。
【請求項１１】
　前記検出回路の基準電位と、前記読出し回路の基準電位と、が接地電位であることを特
徴とする請求項８乃至１０の何れか１項に記載の放射線検出装置。
【請求項１２】
　前記検出回路と、前記読出し回路と、が一体の回路であることを特徴とする請求項８乃
至１１の何れか１項に記載の放射線検出装置。
【請求項１３】
　前記第３の電極が、第２のスイッチ素子と前記検出線とを介して前記検出回路に接続さ
れることを特徴とする請求項８乃至１２の何れか１項に記載の放射線検出装置。
【請求項１４】
　前記第２の変換素子は、前記基板の上に配された第３の電極と、前記第３の電極の上に
配された第４の電極と、を含み、
　前記第１の電極は、第１のスイッチ素子と第１の信号線とを介して、前記画像の転送さ
れる前記撮影領域の外部の読出し回路に接続され、
　前記第３の電極は、第２の信号線を介して前記読出し回路に接続され、
　前記第４の電極は、前記検出線及び前記コンタクトプラグを介して前記検出回路に接続
され、
　前記読出し回路の基準電位と、前記検出回路の基準電位と、の差に相当する電圧が前記
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第２の変換素子に印加されることを特徴とする請求項２乃至７の何れか１項に記載の放射
線検出装置。
【請求項１５】
　前記第１のスイッチ素子が、前記基板の上のうち、前記第１の電極の下に配されている
ことを特徴とする請求項１４に記載の放射線検出装置。
【請求項１６】
　前記第３の電極が、第２のスイッチ素子と前記第２の信号線とを介して前記読出し回路
に接続されることを特徴とする請求項１４又は１５に記載の放射線検出装置。
【請求項１７】
　前記絶縁層が、前記第１の変換素子及び前記変換回路を覆う平坦化膜であることを特徴
とする請求項２乃至１６の何れか１項に記載の放射線検出装置。
【請求項１８】
　前記基板が、絶縁基板であることを特徴とする請求項１乃至１７の何れか１項に記載の
放射線検出装置。
【請求項１９】
　請求項１乃至１８の何れか１項に記載の放射線検出装置と、
　前記放射線検出装置からの信号を処理する信号処理部と、を備えることを特徴とする放
射線検出システム。
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